干胶膜在微图案制作中的应用研究 by 陶巍 & 杜江
2011 年 8 月                                    机电技术  75
                  
作者简介：陶巍(1986-)，男，硕士，主要研究方向：静电纺丝、微加工工艺。 
干胶膜在微图案制作中的应用研究 
陶巍  杜江 
 (厦门大学机电工程系 福建 厦门 361005) 
摘  要：采用干胶膜代替传统的光刻胶进行微图案的制备，并研究了工艺过程中的前烘时间、光刻时间、显影时间、
显影液浓度等参数对微图案的影响。通过实验，研究发现当烘时间为 30 min、光刻时间为 80 s（光源为 350 W 汞灯）、
显影时间为 90 s、显影浓度为 4%（显影液为 Na2CO3溶液）时，可以成功制备出分辨率为 50 μm 的图案线宽。 
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(6) 所需的曝光能量低；(7) 侧壁接近垂直；(8) 无
边缘液滴的形成；(9) 成本低，工艺时间短。 
1  干胶膜图案制备实验过程 
实验采用日立光致抗蚀干膜，该干胶膜属于负





Ⅲ液按浓 H2SO4∶H2O2 =4∶1 的比例进行配制，
实验中用量筒量取 H2O2 180 mL，倒入石英杯中，






制，实验中用量筒量取 H2O2 200 mL，倒入石英
杯中，接着量取浓 HCl 200 mL 倒入其中，接着量
取 H2O 1000 mL 倒入石英杯中，然后开启电炉，
将石英杯放在电炉上加热至Ⅱ液沸腾为止。接着
用热的去离子水将硅片冲洗至少 5 遍，然后用冷






中活化 15 min。DQ-500 等离子去胶机的工作原理
是：利用等离子气体对光刻胶进行剥离及基片表
面活化等工艺。待硅片活化好后应立即放在培养



















































于 30 min 时，在显影的过程中，粘附力不够，容
易脱膜；当前烘时间大于 30 min 时，显影后图案
线宽比较粗糙，而且脱膜比较困难；而前烘时间
为 30 min 时，显影时不易脱膜，显影后图案线宽
清晰，无毛刺等现象出现。 
表 1  前烘时间对图案线宽质量的影响 
前烘时间/min 10 20 30 40 50 60 
线宽质量 差 中等 好 中等 差 差 
2.2 光刻时间对图案线宽质量的影响 
实验中主要是针对 50 μm 线宽图案进行光刻
实验，其他量保持不变，仅仅改变光刻时间来观
察光刻时间对图案线宽的影响。实验中光刻时间
从 40 s 变化到 90 s，实验完后观察线宽的质量如
表 2 所示：当光刻时间为 50～70 s 时，由于曝光
时间不足，导致干胶膜还没有完全变性，在显影
过程中图案显影不出来；当光刻时间为 80 s 时，
光刻时间适当，干胶膜中的光致抗蚀剂充分反应，
所得到的线宽质量很好；当光刻时间大于 90 s 时，
光刻时间过量，导致被遮光区也有少量的光线渗
入，图案线宽失真以及显影困难。 
表 2  光刻时间对图案线宽质量的影响 
光刻时间/s 50 60 70 80 90 100
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响。实验中显影时间从 60 s 变化到 110 s，实验完
后观察线宽的质量如表 3 所示：当显影时间小于
90 s 时，可以观察到显影的图案线宽没有显出来；
当显影时间大于 90 s 时，显影时间过量，干膜容
易产生褶皱以及图案线宽失真；而显影时间为 90 s
时，显影后图案线宽质量较好。 
表 3  显影时间对图案线宽质量的影响 
显影时间/s  60 70 80 90 100 110












    表 4  显影液浓度对图案线宽质量的影响 
显影液浓度/ (%) 1 2 3 4 5 6 
线宽质量 差 差 中等 好 中等 差
3  结论 
通过实验，研究发现当前烘时间为 30 min，
光刻时间为 80 s（光源为 350W 汞灯），显影时间
为 90 s，显影浓度为 4%（显影液为 Na2CO3 溶液）
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